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Beschreibung
Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Strah-
lungssensorelement gemal® dem Oberbegriff des
Hauptanspruchs.

[0002] Ein solches Strahlungssensorelement ist all-
gemein bekannt. Beispielsweise ist aus dem Patent
US6346703B1 ein resistiver Bolometersensor mit
drei Kompensierungssensoren in einer Briicken-
schaltung bekannt. Um die Sensitivitat eines Bolome-
tersensors zu verbessern, ist eine thermische Ent-
kopplung der Sensorflaiche vom Substrat erforder-
lich. Der Grad der Entkopplung wird durch die Geo-
metrie der Zuleitung beeinflusst. Da eine Reduktion
des Zuleitungsquerschnitts den Zuleitungswider-
stand erhoht, ist die Zuleitungslange der wesentliche
freie Parameter zur Beeinflussung der thermischen
Entkopplung. Nachteilig ist hierbei, dass eine verlan-
gerte Zuleitung auch eine grofliere Flache einnimmt,
so dass fur den eigentlichen Sensor weniger Flache
zur Verfugung steht, dass heilst der sogenannte Flill-
faktor, das Verhaltnis der Sensornutzflache zur Ge-
samtflache, sinkt. Bei typischen resistiven Solome-
tern, wie in der Eig. 1 abgebildet, liegt der Fullfaktor
in der Regel zwischen 40% und 70%.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Das erfindungsgemale Strahlungssensore-
lement, das Sensorfeld und das erfindungsgemalie
Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemafen
Strahlungssensorelements gemaf den nebengeord-
neten Ansprichen haben den Vorteil, dass ein ge-
genliber dem Stand der Technik deutlich hdherer
Fulllfaktor erreichbar ist, auch und insbesondere bei
besonders kleinen Strahlungssensorelementen von
beispielsweise 10 x 10 ym?. Durch die erfindungsge-
male Verlagerung der Zuleitungsstruktur unter die
Sensorstruktur sind sowohl lange Zuleitungen fur
eine gute thermische Entkopplung, als auch hohe
Flllfaktoren erreichbar. Strahlungssensorelemente
mit einem hohen Fullfaktor erlauben insgesamt klei-
nere Substratabmessungen und somit geringeren
Materialaufwand. Bei dem erfindungsgemaR vorge-
sehenen Sensorfeld kdnnen die Zwischenrdume zwi-
schen den einzelnen Strahlungssensorelementen,
also zwischen den Pixeln, besonders klein gehalten
werden. Das Sensorfeld selber kann daher vorteilhaf-
terweise ebenfalls eine geringere BaugroéRe und ein
geringeres Gewicht aufweisen.

[0004] Auf dem Substrat, vorzugsweise aus Silizi-
um, ist vorzugsweise eine Isolationsschicht, beson-
ders bevorzugt eine Oxid- oder Nitridschicht aufge-
bracht. Dem Fachmann ist bekannt, dass die erste
Ebene, in welcher sich die flachige Sensorstruktur er-
streckt, im Wesentlichen parallel zu einer Haupter-
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streckungsrichtung des Substrats ausgerichtet ist.
Die zweite Ebene erstreckt sich erfindungsgemaf
zwischen der ersten Ebene und dem Substrat und ist
somit ebenfalls im Wesentlichen parallel zu der
Haupterstreckungsrichtung des Substrats ausgerich-
tet. Die Zuleitungsstruktur ist zwischen dem Substrat
und der Sensorstruktur angeordnet. Darunter fallt im
Sinne der Erfindung auch der Ausdruck, dass die Zu-
leitungsstruktur unter der Sensorstruktur angeordnet
ist. Vorzugsweise erstreckt sich die Zuleitungsstruk-
tur auch in den die erste und zweite Ebene aufspan-
nenden Raumrichtungen nicht iber die Sensorstruk-
tur hinaus.

[0005] Unter der Zuleitungsstruktur ist mindestens
eine mechanische und/oder elektrische Verbindung
zwischen dem Substrat und der Sensorstruktur zu
verstehen. In der Regel ist die Zuleitungsstruktur ei-
nes Strahlungssensorelements zweiteilig ausgefihrt,
beispielsweise in Form zweier Tragarme. Prinzipiell
kommen auch mehr als zweiteilige Zuleitungsstruktu-
ren in Betracht, wenn beispielsweise eine mechani-
sche, tragende Verbindung getrennt von den elektri-
schen Kontaktierungen ausgefuhrt ware. Vorzugs-
weise jedoch ist die Sensorstruktur tber die Zulei-
tungsstruktur elektrisch mit dem Substrat kontaktiert.
Unter der flachigen Sensorstruktur im Sinne der Er-
findung ist eine einer Strahlung auszusetzende FIa-
che zu verstehen, deren einstrahlungsbedingte Tem-
peraturveranderung anhand einer resultierenden Wi-
derstandsanderung messbar ist. Die flachige Sensor-
struktur wird auch als Sensormembran bezeichnet.

[0006] GemalR der Erfindung ist vorzugsweise vor-
gesehen, dass die Zuleitungsstruktur tUber einen ers-
ten Kontakt freitragend mit dem Substrat verbunden
ist. Der erste Kontakt erstreckt sich insbesondere in
einer Richtung senkrecht zur ersten und zweiten
Ebene, von dem Substrat zu der Zuleitungsstruktur.
Der erste Kontakt entsteht durch Strukturierung einer
ersten Opferschicht, insbesondere aus Oxid oder aus
Siliziumgermanium (SiGe). Die Zuleitungsstruktur
besteht vorzugsweise aus polykristallinem Silizium
oder aus Siliziumkarbid (SiC), jeweils besonders be-
vorzugt p-dotiert, um eine elektrische Leitfahigkeit zu
gewahrleisten. Weiterhin bevorzugt ist die Sensor-
struktur Uber einen zweiten Kontakt freitragend mit
der Zuleitungsstruktur verbunden, wobei der zweite
Kontakt, wie der erste Kontakt, vorzugsweise durch
Strukturieren einer Opferschicht, wiederum insbe-
sondere aus Oxid oder Siliziumgermanium, entsteht.
Die Zuleitungsstruktur und die Sensorstruktur stellen
somit jeweils freitragende Strukturen dar. Besonders
bevorzugt sind der zweite Kontakt und der erste Kon-
takt jeweils in voneinander entfernten Endbereichen
der Zuleitungsstruktur angeordnet. So weist der
zweite Kontakt eine moglichst grof3e Entfernung ent-
lang der Zuleitungsstruktur von dem ersten Kontakt
auf, wodurch eine besonders gute thermische Ent-
kopplung der Sensorstruktur vom Substrat gegeben
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ist. Der Fachmann erkennt, dass der erste Kontakt
dazu nicht notwendigerweise in grofRer rdumlicher
Entfernung zu dem zweiten Kontakt angeordnet sein
muss. Die Zuleitungsstruktur weist vorzugsweise ab-
gewinkelte Tragarme auf. In einer besonders bevor-
zugten Ausfihrungsform erstreckt sich die Zulei-
tungsstruktur in der zweiten Ebene maanderformig,
wobei im Sinne der Erfindung mit maanderférmig
auch andere geometrische Formen der Zuleitungs-
struktur erfasst sein sollen, durch welche die Lange
der Zuleitungsstruktur auf einer begrenzten Flache
vergroRerbar ist, wie beispielsweise die Form einer
Spirale.

[0007] Als Material fir die Sensorstruktur finden bei-
spielsweise p-dotiertes polykristallines Silizium oder
p-dotiertes Siliziumcarbid Anwendung. Die Dicke der
Sensorstruktur betragt vorzugsweise zwischen 100
Nanometer und 20 Mikrometer. in einer bevorzugten
Ausfuhrungsform ist die Sensorstruktur zumindest
bereichsweise porosifiziert, insbesondere durch elek-
trochemisches Atzen. Die Strahlungsabsorption der
Sensorstruktur wird dadurch erhdht, wodurch eine
vorteilhafte Steigerung der Sensitivitat erreicht wird.
Vorzugsweise ist eine 100 Nanometer bis 5 Mikrome-
ter dicke Schicht der Sensorstruktur pords geéatzt. Die
gesamte Membrandicke der Sensorstruktur ist in die-
sem Fall groRer zu wahlen, beispielsweise etwa 10
Mikrometer.

[0008] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ist ein Sensorfeld, aufweisend eine Mehr-
zahl von erfindungsgeméafien Strahlungssensorele-
menten, wobei die Strahlungssensorelemente auf ei-
nem gemeinsamen Substrat angeordnet sind. Die
einzelnen Strahlungssensorelemente bilden einzeln
ansteuerbare Bildpunkte (Pixel) des Sensorfeldes,
welche in Spalten und Zeilen in einem sogenannten
Array angeordnet sind. Durch den besonders hohen
Fullfaktor der erfindungsgemafien Strahlungssensor-
elemente, ergeben sich vorteilhafterweise nur
schmale Zwischenrdume zwischen den Pixeln, von
beispielsweise etwa einem Mikrometer. Die elektri-
sche Kontaktierung der Strahlungssensorelemente
erfolgt Uber das Substrat, vorzugsweise Uber eine
Mehrzahl von Leiterbahnen in dem Substrat, welche
besonders bevorzugt eine Matrixansteuerung bilden,
wobei alle Strahlungssensorelemente einer Zeile
Uber eine Zeilenleiterbahn verbunden sind und alle
Strahlungssensorelemente einer Spalte Uber eine
Spaltenleiterbahn verbunden sind. Jede Kombination
einer Zeilenleiterbahn mit einer Spaltenleiterbahn de-
finiert somit genau ein Strahlungssensorelement.

[0009] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist
ein Verfahren zur Herstellung des erfindungsgema-
Ren Strahlungssensorelements, wobei der Fach-
mann erkennt, die Herstellung des Strahlungssenso-
relements auch stellvertretend fur die Herstellung
des Sensorfeldes steht. Erfindungsgemaf wird auf
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dem vorzugsweise mit einer Isolationsschicht aus
Oxid oder Nitrid beschichteten Substrat zunachst
eine erste Opferschicht, insbesondere aus Oxid oder
aus Siliziumgermanium abgeschieden. Die Verwen-
dung von Siliziumgermanium als Opferschicht hat
den Vorteil, dass dieses spater mit einer um ein Viel-
faches hoheren Atzrate entfernt werden kann, was
insbesondere bei vergleichsweise grofsen Strah-
lungssensorelementen, beispielsweise um 100 x 100
um?, vorteilhaft ist, da erfindungsgeman die gesamte
freitragende Zuleitungsstruktur unteratzt wird. Auf
der ersten Opferschicht wird vorzugsweise ein erster
Kontakt strukturiert, welcher nach dem Freistellen
der Struktur die freitragende Zuleitungsstruktur
stutzt. Als nachster Schritt wird erfindungsgeman die
Zuleitungsstruktur auf der ersten Opferschicht, in der
zweiten Ebene, deponiert und strukturiert. Vorzugs-
weise wird p-dotiertes polykristallines Silizium oder
p-dotiertes Siliziumkarbid verwendet. Danach wird
daruber eine zweite Opferschicht abgeschieden und
darauf vorzugsweise ein zweiter Kontakt strukturiert.
Wie die erste Opferschicht ist die zweite Opferschicht
bevorzugt aus Oxid oder aus Siliziumgermanium. Ein
weiterer Vorteil von zwei Opferschichten aus Silizi-
umgermanium ist, dass dieses leitfahig abgeschie-
den werden kann, was ein spateres elektrochemi-
sches Atzen, beispielsweise zur Porosifizierung der
Sensorstruktur erlaubt. Die Sensorstruktur wird in der
ersten Ebene, auf der zweiten Opferschicht depo-
niert. AnschlieBend werden die erste Opferschicht
und die zweite Opferschicht entfernt, vorzugsweise
durch Gasphasenatzen mit Fluorwasserstoff (HF) bei
Oxid-Opferschichten oder mit Chlortrifluorid (CIF;)
bei Siliziumgermanium. Der erfindungsgemafie Her-
stellungsprozess ist besonders einfach und zuverlas-
sig. In einer bevorzugten Ausfiihrung wird in einem
weiteren Prozessschritt die Sensorstruktur zumin-
dest bereichsweise porosifiziert, bevor die Freistel-
lung durch Entfernen der Opferschichten erfolgt. Die
Porosifizierung erfolgt vorzugsweise durch elektro-
chemisches Atzen, beispielsweise mit einem fluss-
saurehaltigen Elektrolyten.

[0010] Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden
Beschreibung naher erlautert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen
[0011] Es zeigen

[0012] Fig.1 eine schematische Draufsicht eines
Strahlungssensorelements nach dem Stand der
Technik und Fig. 2 eine schematische Draufsicht ei-
nes erfindungsgemafen Strahlungssensorelements.

[0013] Fig. 3 und Fig. 4 schematische Schnittdar-
stellungen von Vorlauferstrukturen des erfindungsge-
mafRen Strahlungssensorelements, zur Verdeutli-
chung des erfindungsgemafien Herstellungsverfah-
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rens.

[0014] Fig.5 und Fig. 6 schematische Schnittdar-
stellungen von Vorlauferstrukturen einer weiteren
Ausfuhrungsform des erfindungsgemafien Strah-
lungssensorelements, zur Verdeutlichung des erfin-
dungsgemalen Herstellungsverfahrens.

[0015] Fig.7 eine schematische Draufsicht eines
erfindungsgemafen Sensorfelds mit einer Mehrzahl
erfindungsgemaler Strahlungssensorelemente.

Ausfuhrungsform(en) der Erfindung

[0016] In der Fig. 1 ist schematisch eine Draufsicht
eines Strahlungssensorelements nach dem Stand
der Technik dargestellt. Eine Sensorstruktur 7 oder
Sensormembran ist im Wesentlichen in einer Ebene
mit den Zuleitungen Z angeordnet, deren Kontaktie-
rungspunkte K so angeordnet sind, dass mdglichst
lange Zuleitungen Z entstehen um eine thermische
Entkopplung der Sensorstruktur zu erreichen. Die
Flache der Sensormembran 7 ist auf die Breite N ein-
geschrankt. Das mit G bezeichnete Viereck stellt die
Gesamtflache des Strahlungssensorelements dar.

[0017] In der Fig. 2 ist schematisch eine Draufsicht
eines erfindungsgemaRen Strahlungssensorele-
ments 10 dargestellt. Die Zuleitungsstruktur 6 befin-
det sich hinter der in der Papierebene dargestellten
Sensorstruktur 7 und ist durch strichpunktierte Linien
angedeutet. Die Zuleitungsstruktur weist zwei abge-
winkelte Tragarme auf. Im Bereich der ersten Kontak-
te 5 ist die Zuleitungsstruktur 6 mit einem nicht darge-
stellten Substrat verbunden. Im Bereich der zweiten
Kontakte 8 ist die Zuleitungsstruktur 6 mit der Sen-
sorstruktur 7 verbunden. Die Breite N der Nutzflache
des Strahlungssensorelements 10, bzw. der Sensor-
struktur 7 ist gegeniiber dem Stand der Technik ge-
mal Fig. 1 deutlich groRer. Das erfindungsgemalie
Strahlungssensorelement 10 weist daher ein groRe-
res Verhaltnis der Nutzflaiche zur Gesamtflaiche G
auf, einen héheren Flllfaktor. Dieser ist insbesonde-
re bei kleinen Strahlungssensorelementen 10 kri-
tisch. Mit dem erfindungsgemafen Strahlungssenso-
relement 10 ist bei 25 x 25 pm? Gesamtflache G ein
Fullfaktor von mindestens 90% erreichbar. Bei be-
sonders kleinen Strahlungssensorelementen 10 von
beispielsweise 10 x 10 ym? Gesamtflache G ist noch
ein Fullfaktor von 83% erreichbar.

[0018] In Fig. 3 ist eine Vorlauferstruktur des erfin-
dungsgemalien Strahlungssensorelements 10 in
Schnittdarstellung abgebildet. Auf einem Substrat 1
aus Silizium ist eine Isolationsschicht 2, vorzugswei-
se eine Oxid- oder Nitridschicht aufgebracht. Auf der
Isolationsschicht 2 wird die erste Opferschicht 3, hier
aus Siliziumgermanium, abgeschieden und ein An-
schlusskontakt 5 strukturiert. Der Anschlusskontakt 5
stellt spater eine mechanische und elektrische Ver-
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bindung zu der Zuleitungsstruktur 6 dar. Auf der ers-
ten Opferschicht 3 wird die spater freitragende Zulei-
tungsstruktur 6, hier aus p-dotiertem polykristallinem
Silizium oder Siliziumkarbid, deponiert und struktu-
riert. Die Zuleitungsstruktur 6 liegt in einer zweiten
Ebene 30. Die Zuleitungsstruktur 6 ist vorteilhaft, wie
in Fig. 2 dargestellt, durch eine Abwinkelung mog-
lichst lang ausgefiihrt, um eine bessere thermische
Entkopplung der Sensorstruktur 7 zu erreichen. Ge-
gebenenfalls kann die Zuleitungsstruktur auch maan-
derfdrmig ausgefuhrt sein, wodurch eine noch groflie-
re Lange erreichbar ist. AnschlieRend wird auf der
Zuleitungsstruktur 6 eine zweite Opferschicht 4 aus
Siliziumgermanium abgeschieden und darin ein
zweiter Kontakt 8 strukturiert, welcher spater die frei-
tragende Sensorstruktur 7 elektrisch und mecha-
nisch mit der Zuleitungsstruktur 6 verbindet. Die
Schichtdicken der ersten Opferschicht 3 und der
zweiten Opferschicht 4 liegen vorzugsweise im Be-
reich von 0,5 Mikrometer bis 2 Mikrometer. Auf der
zweiten Opferschicht 4 wird nun die Sensorstruktur 7
abgeschieden und als flachiger Bereich (vergleiche
Fig. 2) strukturiert, welcher sich in einer ersten Ebe-
ne 20 erstreckt. Als Material wird vorzugsweise p-do-
tiertes polykristallines Silizium oder Siliziumkarbid
verwendet.

[0019] In Fig. 4 ist das erfindungsgemafRe Strah-
lungssensorelement 10 dargestellt. Nach dem die
Sensorstruktur 7 fertiggestellt ist, wird die funktionale
Struktur durch Entfernen der ersten Opferschicht 3
und der zweiten Opferschicht 4 aus Siliziumgermani-
um als Ganzes durch Gasphasenatzen mit
Chilortrifluorid freigestellt und thermisch entkoppelt.
Die bis auf den ersten Kontakt 5 unteratze Sensor-
struktur 7 und die bis auf den zweiten Kontakt 8 un-
teratzte Zuleitungsstruktur 6 sind nunmehr freitra-
gend.

[0020] In den Fig. 5 und Fig. 6 sind Vorlauferstruk-
turen einer weiteren Ausfihrungsform des erfin-
dungsgemalien Strahlungssensorelements 10 in
Schnittdarstellung abgebildet. Eine Verbesserung
der Absorption von Strahlung durch die Sensorstruk-
tur 7 wird dadurch erreicht dass diese in einem Teil-
bereich 7' porosifiziert wird. Durch elektrochemi-
sches Atzen wird ein zwischen 100 Nanometer und 5
Mikrometer dicker Bereich 7' porosifiziert. Die Sen-
sorstruktur 7 ist in diesem Fall bevorzugt mit etwa 10
Mikrometer dicker ausgefiihrt. Fir das elektrochemi-
sche Atzen ist ein elektrischer Substratkontakt 11
zum Uberbriicken der Isolationsschicht 2 erforder-
lich. Die weitere elektrische Kontaktierung erfolgt
Uber das dotierte Siliziumgermanium der ersten Op-
ferschicht 3 und der zweiten Opferschicht 4. Das po-
lykristalline Silizium bzw. das Siliziumkarbid der Sen-
sorstruktur 7 sind ebenfalls p-dotiert um den Strom-
fluss zu gewahrleisten. Erst nach dem Porosifizie-
rungsschritt wird die Struktur freigestellt. Die erste
Opferschicht 3, die zweite Opferschicht 4, sowie der
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elektrische Substratkontakt 11 werden durch Gas-
phasenatzen entfernt.

[0021] In der Fig. 7 ist ein Draufsicht auf ein erfin-
dungsgemales Sensorfeld 100 schematisch darge-
stellt. Die Strahlungssensorelemente 10 sind als Pi-
xel in Spalten und Zeilen angeordnet und weisen vor-
teilhaft kleine Zwischenrdume auf. Eine elektrische
Kontaktierung aller Strahlungssensorelemente 10 er-
folgt Gber Leiterbahnen 12, 13 welche in dem Subst-
rat 1 verlaufen. Dargestellt ist eine Matrixansteue-
rung, wobei Spaltenleiterbahnen 12 jeweils alle
Strahlungssensorelemente 10 einer Spalte kontaktie-
ren und Zeilenleiterbahnen 13 jeweils alle Strah-
lungssensorelemente 10 einer Zeile kontaktieren, so
dass jede Kombination einer Spaltenleiterbahn 12
mit einer Zeilenleiterbahn 13 genau ein Strahlungs-
sensorelement 10 definiert.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schlieSlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandfeil der deut-
schen Pafent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung.
Das DPMA dbernimmt keinerlei Hafiung fir etwaige
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 6346703 B1 [0002]
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Patentanspriiche

1. Strahlungssensorelement (10) mit einem Sub-
strat (1) und einer Uber dem Substrat in einer ersten
Ebene (20) angeordneten, flachigen Sensorstruktur
(7), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
eine Zuleitungsstruktur (6) in einer zweiten Ebene
(30) zwischen dem Substrat (1) und der Sensorstruk-
tur (7) angeordnet ist.

2. Strahlungssensorelement (10) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuleitungs-
struktur (6) Uber einen ersten Kontakt (5) freitragend
mit dem Substrat (1) verbunden ist.

3. Strahlungssensorelement (10) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensor-
struktur (7) Gber einen zweiten Kontakt (8) freitragend
mit der Zuleitungsstruktur (6) verbunden ist, wobei
der zweite Kontakt und der erste Kontakt (5) jeweils
in voneinander entfernten Endbereichen der Zulei-
tungsstruktur (6) angeordnet sind.

4. Strahlungssensorelement (10) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorstruktur
(7) Gber die Zuleitungsstruktur (6) elektrisch mit dem
Substrat (1) kontaktiert ist.

5. Strahlungssensorelement (10) nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zuleitungsstruktur (6) sich in der zwei-
ten Ebene (30) maanderférmig erstreckt.

6. Strahlungssensorelement (10) nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sensorstruktur (7) zumindest bereichs-
weise porosifiziert ist.

7. Sensorfeld (100), aufweisend eine Mehrzahl
von Strahlungssensorelementen (10) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei die Strahlungs-
sensorelemente (10) auf einem gemeinsamen Subst-
rat (1) angeordnet sind.

8. Sensorfeld (100) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Strahlungssensorelemente
(10) uber eine Mehrzahl von Leiterbahnen (13) in
dem Substrat (1) verbunden sind, welche vorzugs-
weise eine Matrixansteuerung bilden.

9. Verfahren zur Herstellung eines Strahlungs-
sensorelements (10) nach einem der Anspriiche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass zunachst eine erste
Opferschicht (3) abgeschieden und darauf vorzugs-
weise ein erster Kontakt (5) strukturiert wird,
danach die Zuleitungsstruktur (6) auf der ersten Op-
ferschicht (3) deponiert wird,
danach eine zweite Opferschicht (4) abgeschieden
und darauf vorzugsweise ein zweiter Kontakt (8)
strukturiert wird,
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danach die Sensorstruktur (7) auf der zweiten Opfer-
schicht (4) deponiert wird und anschlieRend die erste
Opferschicht (3) und die zweite Opferschicht (4) ent-
fernt werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensorstruktur (7) zumindest be-
reichsweise porosifiziert wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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